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【緒言】CdTe放射線検出器はオーミック型とショットキー型の 2種類に分けられる。ショットキ

ー型の CdTe 検出器はポーラリゼーションと呼ばれる長時間の連続使用によって性能が劣化する

現象が確認されている。原因としては CdTe の深い欠陥準位にキャリアが蓄積されることにより

内部電界が変化し、電荷収集効率が低下することが考えられている[1]。一方、オーミック型では本

現象による長時間使用時の性能劣化がないとされているが、議論が必要である。本研究ではポー

ラリゼーションの解明のため、放射線の代わりに位置・時間・

頻度の制御が可能である赤外レーザーを用いてオーミック型

の CdTe検出器の内部にキャリアを生成させ、生成位置に対す

るキャリア輸送特性の測定を行った。 

【実験方法】逆バイアス電圧(20 ~ 50 V)を印加した Pt/CdTe/Pt

オーミック型検出器の劈開面にレーザーパルス(波長 850 nm、

10 nW、500 Hz)を照射した。各位置で発生し、電極へ到達した

電荷をプリアンプによって増幅し、出力波形をオシロスコープ

によって平均化した。得られた出力波形のピークを波高値 Vh 、

出力波形の高さが 10 %~90 %に増加するまでの時間を立ち上

がり時間 trとし、厚さ方向(以下 z方向)の照射位置依存性をバ

イアス電圧ごとに測定した。 

【実験結果】Fig.1に厚さ 0.5 mmのオーミック型検出器の各印

加バイアスでの立ち上がり時間の測定結果を示す。立ち上がり

時間は印加バイアス・照射位置依存性を示すことが確認され

た。この結果を CdTe結晶内で生成された電子と正孔がそれぞ

れ電極に到達するまでの時間𝑡𝑒, 𝑡ℎの計算値と比較する。ここ

で、陽極からの照射位置を𝑧、検出器の厚さを𝐷、電子と正孔の

移動度を𝜇𝑒、𝜇ℎとすると、オーミック型では CdTe結晶内の電

界𝐸は一様に分布しているので、𝑡𝑒 = 𝑧/𝜇𝑒𝐸，𝑡ℎ = (𝐷 − 𝑧)/𝜇ℎ𝐸

と計算される。 

電子の移動度𝜇𝑒   1100 mm2/Vs,、正孔の移動度𝜇ℎ   100 

mm2/Vs、厚さ D  1.0 mm を代入した計算結果を Fig.2に示す。測定結果と計算結果の比較から、本

手法で，測定された立ち上がり時間は、オーミック型検出器内のキャリアの電極への到達時間に

対応していることが分かった。赤外レーザーによる測定がオーミック型の評価手法としても有効

であることが示された。波高値の照射位置依存性などを含めた詳細な結果は講演で議論する。 
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Fig.1 The marrier generated position 
dependenme of the rise time 

Fig.2 The mareer generated position 
dependenme of malmulated arrival time 
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